
太陽能產氫研究 
─氧化鐵摻雜鎂光電極應用於太陽能產氫研究─ 

  

前言 
由於化石燃料的蘊藏量有限，且近年來被大量使用，其所產生的溫室氣體，對地球造成相當大的汙染，為此，
人類開始尋找可能的替代能源。在諸多替代方案中，將太陽能轉為電流，分解水生產氫氣，並以氫氣作為替
代能源最為可行。氫氣不但能夠燃燒產生熱，且燃燒後的產物為“水”，對環境沒有汙染。可惜目前以陽光
轉換電流的效率偏低而過程的成本偏高，如何改善，值得我們去研究與發展。而在眾多改善研究中，又以N型
半導體為主流，P型半導體的相關研究甚少，尚有相當大的研究空間，故我們此次的研究目的，為制備出擁有
較好轉換效率的P型半導體光電極。 
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前驅物調配 清洗基材 旋轉塗佈 

光電化學分析 
Mott-Schottky 軟烤 

光學分析 
IV 

光學分析 
UV Visible 

型態分析 
SEM 

結構分析 
XRD 

熱處理 

實驗流程 

結論 
(1)根據吸收係數和IV圖顯示，試片雖然有吸收光但並無光
電流產生，應為試片薄膜過厚，致使電子電洞對分離後再
結合。 
(2)從吸收係數圖中可得知摻雜0.1%Mg時可得到最佳吸收量。 
(3)Mott-Schottky圖中曲線斜率為正，故為N型半導體。 

 

未來展望 
熱處理時改善試片在500℃的持溫時間，可以幫
助Mg更完整的摻入Fe2O3晶格中，使半導體薄膜

電極可以由N型轉為P型。 
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Fig.2  XRD圖─不同鎂摻雜量的氧化鐵薄膜 

Fig.3  光電流密度─不同鎂摻雜量的氧化鐵薄膜 
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Fig.5 
Mott-Schottky─ 
不同鎂摻雜量的 
氧化鐵薄膜 

Fig.6 
SEM影像─ 

0.1%鎂摻雜量的 
氧化鐵薄膜表面 
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Fig.1  SEM影像─氧化鐵薄膜橫截面 
 (a)局部放大(b)大範圍觀察 
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Fig.4  不同摻鎂量氧化鐵薄膜 
(a)穿透率 
(b)吸收係數 
(c)間接能隙 


